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Fabrication of top-gated MoS2 FET with Al2O3 insulator 
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 遷移金属ダイカルコゲナイドのひとつである二硫化モ

リブデン（MoS2）は、グラフェンのような二次元層状の

結晶構造と、単層で 1.8 eV という比較的大きな直接遷移

型のバンドギャップを持つ[1]ことから、電界効果トラン

ジスタ(FET)や発光デバイスとしての応用を期待されてい

る。FET 応用に際しては移動度が未だ充分に得られていな

いが、Al2O3を絶縁膜として用いることでフォノン散乱が

抑えられ、移動度が向上すると予想されている[2]。そこ

で我々は今回、ゲート絶縁膜に Al2O3を用いたトップゲー

ト型 MoS2 FET を作製し、電気特性の評価と作製プロセス

の検討を行ったので、その結果を報告する。 

 図１に我々が作製したトップゲート型MoS2 FETの光学

顕微鏡像と概略図を示す。MoS2 薄膜はスコッチテープ法

により、SiO2 (285 nm)/Si 基板に転写することで得た。MoS2

薄膜の素子分離は Arガスによる容量結合型反応性イオン

エッチングで行った。ソース・ドレイン電極には Ni/Au

を用いた。ゲート絶縁膜として Al2O3 (16 nm)を原子層堆積

法(ALD)により成膜し、ゲート電極には TaN を使用した。 

図２は作製した FET の ID-VG特性である。閾値は-1.0 V 

付近にあり、ノーマリーオンの N型 FET動作を観測した。

ゲートリークは充分小さく、ON/OFF 比はおよそ 104を得

ている。また、我々が以前に試作したバックゲート型トラ

ンジスタ[3]と比べて、ヒステリシスが小さいという結果を

得た。 
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Fig. 2 Transfer characteristics of the 

top-gated MoS2 FET at RT for the VD 
of 1.0 V. Lg = 4 m and Wg = 2 m. 
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Fig. 1 (a) A typical optical image of 

the top-gated MoS2 FET devices. (b) 

A schematic view of the top-gated 

MoS2 FETs. 
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